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Beschreibung 

Basishalbleiterbauteil ftir einen Halbleiterbauteilstapel und 
Verfahren zur Herstellung desselben - . 

Die Erfindung betrifft ein Basishalbleiterbauteil fur einen 
Halbleiterbauteilstapel mit einem Halbleitorchip^ der auf ei- 
ner Oberseite eines steifen Verdrahtungssubstrats central in 
der Weise angeordnet ist, dass Randbereiche de$ Verdrahtungs- 
substrats nicht von dem Halbleiterchip bedeckt sind. Auf ei- 
ner Unterseite des Verdrahtungssubstrats, die der Oberseite 
mit dem Halbleiterchip gegeniiber liegt,- sind AuJienkontakte 
de3 Basishalble'iterbauteils angeordnet, die uber Durchkontak- 
te mit Kontaktanschlussf lachen auf der Oberseite elektrisch" 
in Verbindung s'tehen.. Die Kontaktanschlussf lichen sind in 
Randberelchen des Verdrahtungssubstrats angeordnet: 

Ftir ein Stapeln von. Halbleiterbauteilen mit einem derartigen 
Basishalbleiterbauteil ist die Lage der Kontaktfe awischen dem 
' 20 unteren Basishalbleiterbauteil und einem gestapelten oberen 

Halbleiterbauteil typischerweise auf die Randbereiche der Ge-- 
hause limitiert, well der Halbleiterchip zentral angeordnet 
.'ist^ und somit der Mittenbereich ftlr den Anschluss von Kontak-- 
ten gestapelter Halbleiterbauteile nicht zur VerfUgung steht. 

• 25 Das hat den Nachteil, dass standardisierte Halbleiterbauteile 
in BGA-Bauweise (ball-grid-array) oder LGA-Bauweise (land- 
grid-array) nicht aufeinander stapelbar sind, zumal deren Au- 
fienkontakte aber die Unterseite des Halbleiterbauteils ver- 
teilt angeordnet sind* Eine freie Wahl von gestapelter Halb- 
30 leiterbauteilen durch den Kunden ist somit 'nicht m^glich, 

vielmehr muss das Kundengehause umgestaltet werden, weil fGr 
ein gestapeltes Halbleiterbauteil nur die Randseiten des Ver- 
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drahtungssubstrats zur Anordnung von Aufienkontakten des ge- 
stapelter Halbleiterbauteils znr Verfugung stehen. 

Eine Losung dieses Stapelproblems ist aus der Druckschrift 
5 DE 101 38. 278 bekannt. Zum Stapeln warden dort herkSiratiliche 
Halbleiterbauteile mit BGA- oder LGA-Gehause mit zusStzlichen 
flexiblen Umrverdrahtungsf olien versehenr die groiif lachiger 
sind, als die zu stapelnden Basishalbleiterbauteile^ und die 
Wo^r 'den Rand der Halbleiterbauteile hinausragen, so dass sie 
10 in Riehtung auf ein darunter angeordnetes Basishalbleiterbau- 
teil eines Halbleiterbauteilstapels gebogen und tiber die fle- 
xible Folie mit dem daarunter- angeordneten Basishalbleiterbau- 
teil elektrisch verbunden werden kannen. 

15 Ein Halbleitermodul mit^ derartig gestapelten Halbleiterbau- 
teilen hat den Nachteil, dass die Halbleiterbauteile nicht 
mit geringst luoglichem Rauitibedarf gestapelt werden kSnnen, 
zumal auch die abgebogene Umverdralitungs folie einen Biegera- 
dius erfordert, der nicht unterschritten werden kann, ohne 
20 Mikrorisse in den auf der tJmverdr.ahtungs folie angeordneten 

Umverdrahtungsleitungen 2U riskieren. Darliber hinaus ergeben 
sich relativ lange, 30wie unterschiedlich lange Leitungswege 
zwischen dem Halbleiterchip in deiu unteren Basisgehause des 
Basishalbleiterbauteils und deiu gestapelter Halfoleiterbau- 

• 25 teil. SchlieBlich sind die hohen Kosten fur die notwendige 
Zweilagenf olie ein weiterer Nachteil der bisherigen Lojsung. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Basishalbleiterbauteil mit 
Verdrahtungssubstrat und ein Verfahren zxir Herstellung dea- 
30 selben anssugeben^ dass ein Stapeln von Halbleiterbauteilen 
mit beliebig angeordneten Au^enkontakten erm5glicht . Ferner 
ist es Aufgabe der Erfindung, dass dieser Halbleiterbauteil- 
stapel mit unterschiedlich aufgebauten Basisbauteilen und mit 
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unterschiedlich aufgebauten gestapeXten Halbleiterbauteilen 
zu einem Halbleiteritiodul kombiniert warden kann* Daruber hin- 
aus ist es Aufgabe der Erfindurlg^ ein Basishalbleiterbauteil 
mit einem Verdrahtungssubstrat an2;ugeben, mit dem ein Stapeln 
5 nicht auf wenige, vorgegebene Muster von Halbleiterbauteilen 
eingeschrankt ist, sondern bei dem die Anordnung und Ziaord- 
nung vori verbindanden AuUenkontakten beliebig . variiert werden 
kann* Perner ist es Aufgabe der Erfindung, den Raurcibedarf und 
' den Fiachenbedarf eines- Halbleitermoduls zu mininiieren,- und 
10 somit den Raumbedarf eines Speichermoduls beispielsweise aus 
DRAM-Halbleiterbauteilen zu verkleinern. 

•Gel6st wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand dfer unabhangigen 
Ansprtiche. Vorteilhafte Weiterbildungen- der Erfindung ergeben 
15 sich aus den abharigigen Ansprtichen. 

ErfindungsgemS.fi wird ein Basishalbleiterbauteil ftir einen 
Halbleiterbauteilstapel mit einem Haibleiterchip, der auf ei- 
nem steifen Verdrahtungssubstrat zentral angeordnet ist> ge~ 
20 schaffen- Dazu weist das Verdrahtungssubstrat auf seiner 0~ - 
berseite in Randbereichen Kontaktanschlussf lachen und gegenii- 
berliegend dem Halbleiterchip auf seiner Unterseite AuBenkon- 
takte des Basishalbleiterbauteil© auf. Die Aui3>enkontakte sind 
aber. Verdrahtungsleitungen und/oder Durchkontakte des Ver~ 

• 25 drahtungssubstrats mit den Kontaktanschlussf lichen elektrisch 
verbunden. Gleichzeitig sind die Kontaktanschlussf lichen mit 
Kontaktf lachen einer integrierten Schaltung der aktiven Ober- 
seite des Halbleiterchips verbundeji- Somit liegen eine ein- 
zelne Kontaktf lache mit einem einzelnen Aufierikontakt und mit 
30 einer einzelnen Kontaktanechlussf lache auf gleichem elektri- 
schen Potential. Die Kontaktanschlussf IS-Ohe bildet dabei 
praktisch einen Schaltungsknoten, 
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- Eine verformbare Zwischenverbindungsf olie definiert die Ober^ 
s^lte des Basisbanteils und weist ein frei zugangliches An- 
ordnungsmuster von Stapelkontaktf lachen anf . pies©$ Anord- 
nungsmuster ist kongruent zu Aufienkontakte?i eines zu stapeln- 
5 den Halbleiterbauteils angeordnet. In ihren Randbereicherx ist 
die, 2wischenverbindungsfolie zu den Kontaktanschlussf ISchen 
des Verdrahtungssubstrats hin verfomt. Dabei stehen die Sta- 
.pelkontaktfiachen auf der Oberseite des Basishalbleiterbau-, 
toils liber Leiterbahnen der Zwischenverbindungsf olie mit den 
10 Kontaktanschlu3sfiachen in den Randbereichen des Verdrah- 
tungssubstrats elektrisch in Verbindung* fJber den gemeinsamen 
Knotenpunktr der durch die Kontaktanschlussflachen auf dem 
Verdrahtungs subs t rat ,gebildet wird, stehen somit ein einzel- 
ner Stapelkontakt mit einer' Kontaktf lache des Basishalblei- 
15 terchips und mit einem Aul3»enkontakt des Basishaibleiterbau-- 
teils elektrisch in Verbindung* 

Der Vorteil dieses BasishalbleiterbauteiXs besteht darin, 
dass'die yerfozntibare Zwischenverbindungsf olie auf ihrer Ober- 

20 seite ein frei wahlbares Anordnungsmuster von Stapelkontakt- 
f lichen aufweist. Dieses Muster kann dem Bedarf des Kunden 
angepasst werden. Fur unterschiedliche zu stapelnde Halblei- 
terbauteile auf dem Basishalbleiterbauteil wird lediglich ei- 
ne awischenverbindungsfolie mit einem anderen Anordnungsmus- 

25 ter vorgesehen. Der Grundaufbau des Bas'ishalbleiterbauteils 
braucht jedoch nicht geandert su werden- Sowohl der zentrale 
Basishalbleiterchip als auch die Verdrahtungsstruktur des 
Verdrahtungssubstrats und die Anordnung der AuAenkontakte des 
Basishalbleiterbauteils- bleiben unverSLndert* 



30 



Die Zwischenverbindungsf olie kann auch dazu eingesetzt wer- 
den, passive Bauelementer wie Kondensatoren, Widerstande oder 
SpulenV durch entsprechende LeiterbahnfUhrung oder durch ent- 
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sprechende Strukturierung der Metallschichten der Zwischen-r 
verbindungsfolie vorzusehen. Ein welterer Vorteil dieser Kon- 
•struktion. eines Basishalbleiterbauteils besteht dariil/ dass 
eine Vielzahl von Leiterbahneti der Zwischenverbindiangsfolie 
5 mit einer Vielzahl von Kontaktanschlnssf lachexi in einem Ar- 
beitsgang niiteinander verbunden werden kSnnen* Damit entf allt 
- eiri kostenintensives serielles Bonden mit Kontaktdrahten,* wie 
es aus d^rn stand der Technik bekannt ist* Ein weiterer Vor- • 
teiX ist^ dass die anf der Zwischenverbindungsf oiie geftahrten 
10 Leiterbahnen nioht wie bei BonddrShten einen Kurzschluss ver- 
ursachen konnen und sie konnen ihren Abstand zuverlassig ge- 
stiitzt durch die Folie beibehalten* 

In einer weiteren Ausftihrungsform der Erf indung weist der 
15 Halbleiterchip Flipchip-Kbntakte auf , die tiber Umverdrah- 
tungsleitungen mit den Kontaktanschlussf ISchen verbunden 
sind. Diess Verdrahtungsleitungen befinden sich auf der Ober- 
seite des Verdrahtungssubstrats und sind xiber Durchkontakte 
mit der Unterseite des Verdrahtungssubstrats verbunden, wobei 
20 von dort aus wiederum Verdrahtungsleitungen auf der Unter.sei- 
te de^ Verdrahtungssubstrats mit AuSenkontaktf lachen verbun- 
den sind. Dies© AuBenkontaktf lachen kOnnen dann mit Aufienkon- 
takten besttickt werden, urn das Basishalbleiterbauteil ^ti kiom- 
p3.el:t i flrRn - 

25 

Durch den Einsatz eines Halbleiterchips mit Flipchip- 
Kontakten im . Basishalbleiterbauteil r wird die ZuverlSssigkeit 
des Basishalbleiterbauteils weiter gesteigert, zumal auch 
hier zur Verbindung mit der Verdrahtungsstruktur auf der O- 
30 berseite des Verdrahtungssubstrats keine st5ranf alligen Bond- 
drahte vorzusehen sind« Urn thermische Spannungen zwischen dem 
Material des steifen Verdrahtungssubstrats und dem Silizium- 
halblelterchip auszugleichen, wird der Abstand zwischen dem 
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Halbleiterchip luit Flipchip-Kontakten und" dem Verdrahtungs- 
substrat durch einen. geftillten Kunststoff eineia sogenannten 
•^Underfill" aufgefiiilt- Der Fiillstoff des Kunststoff es be- 
steht vorzugsweise aus Keramikpartikel, welche den thermi- 
5 schen Ausdehniingskoef fizienteri des "Underfill" an den thermi- 
schen Ausdehnungskoef f izienten des Halbleiterchips anpassen.- 

Die Aufienkontakte kOnnen in einer Ausfuhrungsf orxn" der Erf in- 
dung Lotbaile aufweisen -und auf der Unterseite des Verdrah- 
10 tungssubstrats in einer Matrix angeordnet sein, Damit kann 
a-ach das Basishalbleiterbauteil als Standardgeh^use ' in BGA- 
Bauweise avisgeftihrt sein^ so dass es auf, entsprechende Stan- ' 
dardschaltungstrager aufgebracht werden kann- 

15 Weiterhin wird die Zwischenverbindungsf olie auf der Rtickseite 
des Basishalbleiterchips angeordnet. Diese .Anordnung hat den 
Vorteil einer minimalen Bauhohe des Basishalbleiterbauteils, 
zumal die Rtickseite d^s Basishalbleiterchips keine Flipchip- 
,Kontakte avifweist und somit voll auf der Riackseite des Basis- 

20 . halbleiterchips aufliegen kann. Wird als Basishalbleiterchip 
ein Halbleiterchip mlt • Bondverbindungen eingesetzt, so kann 
dieses Halbleiterchip auf deia Verdrahtungssubstrat nach dem 
Herstellen der Bondverbindung mit einer Kunststof fgehausemas- 
se versehen vrferden, so dass auch in deiti Fall eine M6glichkeit 

25 besteht/ die Zwischenverbindungsf olie beispielsweise auf der 
Kunststoffgehausemaa.se auf zubringen. 

FiXx ein Basishalbleiterbauteil ^ das ein gestapeltes Halblei- 
terbauteil tragen soil, dessen f lachige Brstreckung .grOfier 
30 ist, als der Basishalbleiterchip, ist es vorgesehen, eine 
Stiitzplatte zwischen der Zwischenverbindungsf olie und dem 
Halbleiterchip anzuordnen- Diese Stutzplatte ieiht der Zwi- 
schenve^^bindungsf olie Formstabilitat und gewahrleistet / dass 
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die Stapelkontaktf lachen der Swischenverbindungsf olie voll- ' 
standig in einer Ebene angeordnet sind* Somit k5nnen dann das 
Basishalbleiterbaiateil und das gestapelte Halbleiterbauteil 
Tiber die Stapelkontaktf lichen der Zwisdhenverbindungsfolie 
5 . elektrisch in Verbindung stehen. Dabei kann die Anordnung der 
Stapelkontaktf lachen dem jeweiligen kundenspezif ischen • zu 
stapelnden Halbleiterbauteil angepasst sein. 

Eine weitere bevorzugte. Ausftihrungsf orm der Erfindung sieht 
vor, dass die Zwischenverbindungsfolie mehrere^ voneinander 
isolierte Lagen mit zwischenliegenden Leiterbahnen aufweist.* 
Eine derartige mehrlagige Zwiachenverbindungsf pile wird vor- 
teilhaft dort eingesetzt, wo die Stapelkontaktf lachendichte, 
sowie die absolute Zahl an Stapelkontaktf lachen mit einer 
entsprechend hohen Zahl von Verdrahtungsleitungen zu verbin- 
den ist/ und die Abstande zwischen den Stapelkontaktf lichen' 
nicht ausreicht, uin gentigend Leiterbahnen zn den Randseiten 
der Zwiachenverbindungsf olie zu fuhren- 

Weiterhin ist es vorgesehen, in einer Ausf iihrungsf orm der. Er- 
findung, die Verbindungsstellen zwischen Kontaktanschlussf la- 
chen- und Leiterbahnen der Zwischenverbindung^folie .in den 
Randbereichen des Verdrahtungssubstrats in eine Kunststoff- 
masse einzubetten. Diese Kuns-^stof fmasse schtitzt somit die * 
Randbereiche des Basishalbleiterbauteils, in denen alle Ver- 
bindungen, sowohl zu dem gestapelten Halbleiterbauteil, als 
auch zxitft Basishalbleiterchip sowie zu den AnJienkontaktenr zu- 
sammenlauf en . 

30 Ein Ve'rfahren zur Herstellung eines Basishalbleiterbauteils 

weist die riachfolgenden Verf abrensschritte auf . ZunSichst wird 
ein steifer Verdrahtungstrager mit einem zentralen Halblei- 
terchip auf seiner Oberseite hergestellt* Dazu wird auf der 
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oberseite des Verdrahtungstrager eine Verdrahtungsmuster voio- 
gesehen mit Kontakta'nschlussfiachen in Randbereichen der O- 
berseite sowie mit AuBenkontaktfiachen auf seiner der Ober- 
seite gegentiberliegenden Unterseite. Dabei werden die AuBen- 
kontaktflachen und die Kontaktanschlussf lachen^ sowie die 
Kontaktflachen einer integrierten Schaltung des Halbleiter- 
chips, miteinander elektrisch auf deiti VerdrahtungstrSger ver- 
bunden. 



10 




IS 



20 




25 



30 



Neben der Herstellung einos steifen VerdrahtungstrSgers wird 
eine verforjiibare Zwischenverbindungsfolie mit Stapel kontakt- 
flachen auf ihrer bber.seite hergestellt. Die Stapelkontakt- 
flachen sind in einem Anordnungsmuster auf der Oberseite der- 
art angeordnet^ dass sie kongruent zu einem Anordnungsmuster 
yon AuJSenkontakten eines zxi stapelnden Halbleiterbauteils . 
sind. Mit entsprechenden Leiterbahneri auf ihrer Unterseiter 
die mit den Stapelkontaktf lachen verbunden sind und sich bis 
in den Randbereich der ZwischentrSgerf olie erstrecken, wird 
eine Verbindung zwischen den Kontaktanschlussf lachen des Ver- 
drahtungssubstrats und den Stapelkontaktf lichen hergestellt. 
Dazu wird das Anordnungsmuster der Leiterbahnen im Randbe- 
reich der Zwischenverdrahtungsfolie kongruent zu dem Anord- 
nungsmuster der Kontaktarischlussf lachen im Randbereich des 
Verdrahtungssubstrats konstruiert. Die Zwischenverbindungs.f o- 
iie wird dann mit ihrer Unterseite auf den Verdrahtungstrager 
mit Halbl ©iter chip aufgebracht. . Anschliei&end werden die Rand- 
seiten der Zwischenverbindungsf olie unter Verbinden der Lei- 
terbahnen mit den Kontaktanschlussf lachen in den Randberei- 
ch^n des Verdrahtungssubstrats verformt. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass unabh^ngig von einem 
Anordnungsmuster der Aul2>enk:ontakte des Basishalbleiterbau- 
teils das Muster der Stapelkontaktf lachen der Zwischenverbin- 



Datum 02.03,04 16:39 FAXG3 Nr: 757412 von NVS:FAXG3.l0.0102/0 (Seite 11 von 37) 



02-MftR-2004 16S41 SCHWE I GER & PARTNER +49 89 32199366 S. 



FIN 592 P/200450165 





dungefolie entworfen warden kann. Eine derartige Zwischenver- 
bindungsfolie ist preiswert h^rstellbar und £iir die Massen- 
produktion geeignet und kann dennoch mit ihrsm Anordnungsmus- 
ter fiir die Stapelkontaktf lachen den kundenspezif ischen Wtin- 
5 schen angepasst werden. Das bedeutet,. dass der Kunde oder Ab- 
nehmer'dsr Basishalbieiterbauteile eines seinei; Standardhalb- 
leiterbauteile auf der Zwischenverbindungsfolie anordiaen kann 
und somit preiswert die Modularitat seiner Produkt© erhOhen 
kann. Auflerdem ist. es von dsm Prinzip der Erf indungs idee mSg- 
10 lich, auch ftir das gestapelte Halbleiterbauteil eine weitere' 
Zwischenverbindiingsfolie vorzusehen, die ebenfalls in den 
Randbereichen des steif en Verdrahtungsmusters mit den darun- 
ter angeordneten Halbleiterbauteilen elektrisch yerbunden 
werden kahn. 
15 

• Weiterhin hat das Verfahren den Vorteil, dass im G^gerisatz 

zur Bonddrahtv^rbindung mit einem Bondschritt fiir jeden Rand- 
■ bereich eine Vielzahl von Leiterbahnen der Zwischenverbin- 
dungsfolie mit den Kontaktanschlussf lachen auf dem steif en 

20 Verdrahtungssubstrat verbiinden werden kann. Schliefilich lie- 
fert das Verfahren ein wesentlich robusteres Basishalbleiter- 
bauteil^ da kelne Bonddrahte mehr erforderlich und auch keine 
aujs dem Halblaiterstapel heraus3tehenden Schleifen aus fie- 
xiblen Verdrahtungsf olien zu bilden sind* Aufierdem kann die 

25 Dichte der Verbindungen gegeniiber Bonddrahtverbindungen er- 
hoht werden, zumal bei ,der Dimensionisrung der Schrittweite 
der Kbntaktanschlussf lachen sowie des Mittenabstandes der 
Leiterbahnen der Zwischenverbindungs folia keine Dimensionen 
vi>n Bondwerkzeugen, wle Bondsticheln oder Bondkaniilen,. 2U b^- 

30 rticksichtigen sind- 

In einem weiteren Durchf Uhrungsbeispiel des Verf ahrens wird 
vor dem Aufbringen der Zwischenverbindungsfolie auf das Ver- 
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drahtungssubstrat eine Sttltzplatte auf die. Unterseite der 
Zwischenverbindungsfolie auf gebracht , . Diese relativ steife 
Zwischenverbindungsplatte wird inmier dann vorgeseheri/ wenn 
der im Basishalbleiterbauteil angeordnete Halbleiterchip in 
5 seinen Fiachendimensionen kleiner ist, als die Unters'site des 
zu stapelnden Halbleiterbauteils . Durch die Stiitzplatte wird 
einers,eit:s die Folie im Bereich der fcJt:apolk:ontaKt.f lawUesn. ein- 
geebnet und daftir gesorgt^ dasa beim Abbiegen der Randberei- 
che der Zwisclienverbindungsf olie mit den Leiterbahnen aiif ih.- 
10 rer Unterseite keine Unebenheiten £iXr die Stapelkontaktf li- 
chen aiiftreten. Das, Material der St-iitzplatte kann ein faser- 
verstMrkter' Kunststoff sein^ oder auch eine all^eits mit ei- 
' ner Isolationsschicht versehene Metallplatte. 

15 In einer weiteren bevorzugten Durchfuhrung des Verfahrens 
wird vor dem Aufbringen der Zwischenverbindungsf olie der 
Halbleiterchip in eine Kunststof fmasse aingebettet. Die 
Kunststof fmasse und ihre flachige Erstreckung kann die Dimen- 
,sionen des eingebetteten Halbleiterchip vorteilhaf terweise 
20 ; derartig vergrGiiern, dass keine Stiitzplatte erforderlich ist- 
Ein weiterer Vorteil besteht darin^. dass mit Hilf e der Kunst- 
stoffitiasse auch Halbleiterbaeischips .eingesetzt worden k5n- 
nen, die keine Flipchip-Koiltakte aufweisen, sondern tiber 
Bondverbindungen mit einer Verdrahtungsstruktur auf der Ober- 

•25 seite des Verdrahtungssubstirats verbunden werden - Derartige 
Bondverbindungen ftir Halbleiterchips/ die keine Flipchip- 
Kontakte aufweisen, werden vor dem Einbetten des Halbleiter- 
chips luoaatiertr und danach wird dann die Kunststof fgehSuse- 
masse aufgebraoht^ die in ihrer flSchigen Erstreckung mindes- 
30 ^ tens den Abmafien der geplanten StapelkontaktflSchen der Zwi- 
schenverbindungsfolie entspricht. 




Datum 02.03.04 1 6:39 FAXG3 Nr: 757412 von NVS;FAXG3.l0.0102/0 (Seite 13 von 37) 




02~MflR-2004 16:42 SCHWE I GER & PARTNER +49 69 32199366 

PIN' 592 'P/200450165 

11 . 



Nach dem Verbinden der Leiterbahnen mit den Kontaktanschluss- 
flachen k5nnen die Verbindungsstellen ebenfalls in eine 
Kun&tstoffmasse* eingebettet warden. Dazu wird ein Dispense- 
Prozess bder 'ein Moldprozess eingesetzt^. so dass diese einp- 
S f indlichen Verbindun^sstellen vor aiechanischen Belastungen 
geschtitzt werden., 

Zusammenfassend ist f estz-ustellen, dass die Erfindung das 
Stapelproblem durch eine Variants des TAB (tape automated 

10 bonding) lost;, indem eine neue Zwischenverbindungsfolie ge- 
schaffen wird, die eine dreidimensionale Stapelung von Halb- 
leiterbauteilen zu Halbleitermodnlen ermSglicht. Zur Bildung 
eines Basishalbleiterbauteils wird auf ein BasisgfihSuse eine 
TAB basierende Zwischenverbindungsf olie aufgesetzt, Diese 

15 Swischenverbindungsf olie besteht aus einem Trageritiaterial, 

wie einem Polyimid;. auf dem die strukturierten Kupf erleit'er- 
bahnen aufgebracht sind. Diese Ebene aus Kupferleiterbahnen 
realisiert auJierdem Stapelkpntaktf lachen fur ein zu stapeln-- 
des Halbleiterbauteil- Von den Stapelkontaktf ISchen fiihren 

20 Leiterbahnen an den Rand der Zwischenverbindungsf olie, xxm 
spater mit dem Basisgehause verbunden zu werden. Falls die 
• . erf orderliche Auf lagenf lache fiir das zu ©tapelnde Halbleiter- 
bauteil grGfier als der Basishalbleiterchip ist, kann ein© 
Versteifungsplatte bzw- Statzplatte zwischen der Zwischenver- 

25 bindungsfolie und dem Basishalbleiterchip beiepielsweise aus 
einem FR4-' oder BT-Material angeordnet werden* Fur- ein Ver- 
■ binden den Leiterbahnen der TAB-Zwischenverbindungsfolie und 
den KontaktanschlussflSchen des Basisgehauses kann beispi^ls- 
weise ein Bugell5t-Verf ahren eingesetzt werden, bei dem 

30 gleichzeitig eine Vielzahl von Verbindungspunkten in einem 

der Randbereiche zusammengelotet werden, Beim Loten mit Hilfe 
des BUgell5t-Verf ahrens kGnnen zum Beispiel hochschmelzende 
Materialien verwendet werden, die ihrerseits beim L5ten hoch- 
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schmelzende Legierungen bzw. intentietallische Verbindungen 
bilden, wie beispielsweise AuSn. 

Das er'findungsgemafie Verfahren, sowie das erf indungsgemaBe 
5- Basishalbleiterbauteil haben die Vorteiler dass: 

1. fur komplexe "routings" Verdraltitungs substrate mit mehre- 
ren Lagen verwendet werden konnen, wie beispielsweise 
ein 4-lagiges Substrat; 

10 - . ' . 

2. die 'ZuverlassigKeit speziell bei einem Temperaturzyklus- 
Testverfahren auf Leiterplatten unter Einsatz eines Ba- 
sishalbleiterbauteil mit einem Halbleiterchip mit Flip- 
chip-Kontakten gegentiber dem aus der Druckschrift DE 101 

IS 38 278 bekannten Aufbau verbessert ist. 

Die Erfihdung wird nun anhand der .beigef iigten Figuren nSher 
eriautert* 

20 Figur 1 zeigt eine Prinzipskizze eines Basishalbleiterbau- 

teilS/ einer ersten Aus fuhrungs form der Erfindung in 
perspektivischer Ansicht. 

Figuren 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte durcii Bau- , 
teilkomponenten im Verlauf der Herstellung eines Ba- 
si'shalbleiterbauteils . 

Figur 2 zeigt feinen schematischen Quersc'hnitt einer Zwischen- 
verbindungsf olie mit Sttitzplatte; 

Figur -3 zeigt einen schematisqhen Querschnitt eines steifen 
Verdrahtungssubstrats mit Halbleiterchip? 





30 
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Figur 4 zeigt einen schsmatischen Querschnitt durch ein Ver- 
draht-ungssubstrat mit Halbleiterchip und auf gesetsiter 
Zwischenverbindungsfolie; 

Figur 5 zeigt einen achematischen , Querschnitt durch ein Ver- 
drahtungssubstrat nach Abbiegen von Randbereichen der 
Zwischenverbindungsfolie und elektrlschem Verbinden 
' der Kontaktanschlussflachen des Verdrahtungssubstrats 
mit Leiterbahnen der Zwischenverbindungsf olie; 

Figur 6 zeigt einen schertiatischen Querschnitt durch ein Ba- 
sishalbleiterbauteil xnit einer auf gebrachten Kunst- ■ 
• stoffabdeckung der elektrischen Verbindungeri . 

15 Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch^ ein Ba['- 
sishalbleiterbauteilr einer zweiten .Ausftihrungsf onu 
der Erfindung; 

.Figur 8 zeigt einen- schematischen Querschnitt durch einen 
20 Halbleiterbauteilstapel mit einem Basishalbleiterbau- 

* teil, der ersten Aiisfuhrungsf orm der Erfindung.. 

Figur 1 zeigt eine Prinzipskizze eineh Basishalbleiterbau- 
' teils 1, einer ersten AusfUhrungsf oriu der Erfindung in per- 
25 spektiviscfier Ansicht. Dieses Basishalbleiterbauteil 1 ist 
• die Basis fur einen Halbleiterbauteilstapel, d. h- auf dam 
Basishalbleiterbauteil 1 soli ein gestapeltes Halbleiterbau- 
teil Platz finden, dessen Aulienkontaktanordnung unabhangig 
ist von der Aufienkontaktanordnung des Basishalbleiterbauteils 
30 1 und unabhangig von der Verdrahtungsstruktur eines steifen 
Verdrahtungssubstrats 4 des Basishalbleiterbauteils 1. 
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Dazu weist das Basishalbleiterbauteil, 1 das steife Vexdjrah- 
tungssubstrat 4 aus einer Tragerplatte aus Kunststoff auf, 
dis eine Oberseite 5 und.oine Onterseite 9 des Vsrdrahtungs^ 
substrats 4 bildet. Auf deiti' Verdrahtungssubstrat 4 ist auf 
5 der Oberseite 5 'im Zentrum ein Halbleiterchip 3 angeordnet, 
der in diesei: ersten AusfUiirungsf orm der Erfindung Flipchip- 
[ Koxitakte aufweist, mit denen er mit 4iner Verdrahtunggstruk- 
tur auf der bbsrseite.5 des Verdrahtunga substrate 4 verbunden 
ist. Diese Verdrahtungsstruktur weist weiterhin" Verdrahtungs- 
10 leitungen auf,. die sich bis zu den Randbereichen 6 und 7 des 
Verdrahtungssubstrats 4 eratrecken und dort in Kdntaktan- 
schlu'ssfiachen 8 Obergehen. 

Gleichzeitig erstrecken sich Durchkontakte von der Verdrah- . 
15 tungsstruktur auf der Oberseite 5 des Verdrahtungssubstrats 4 
zu der Unterseite 9 des Verdrahtungssubstrats 4, Auf der Un- 
terseite 9 kQnnen die Durchkontakte in AulSenkontaktf lachen 
tibergehen, die mit AuiBenkontakten des Basishalbleiterbauteils 
1 bestuckt sind. AuJierdem konnen Leiterbahnen 22 von den 
20 Durchkontakten zu einzelnen AuBenkontaktf ISchen fiihren, urn 
die Durchkontakte mit den AuBenkontakten zu verbinden. 

Das hier gezeigte Basishalbleiterbauteil 1 ist von sSmtlichen 
achatzenden Kunstatoffmassen befreit dargestellt, um den Auf- 
25 bau des Basisbauteils 1 zu verdeutlichen, Somit zeigt Figur 
1, dass die Rtlckseite 25 des Halbleiterchip 3 von einer 
Statzplatte 26 bedeckt ist. Die statzplatte 26 kann aus 
Kunststoff, wie einem FR4- Oder einem BT-Material aufgebaut 
eein, und dient als AuflageflSche ftir die Zwischenverdrah- 
30 tungsfolie 14. Aufiexdem stabilisiert die Stiitzplatte 2 6 die 
Montageebene fur ein zu stapelndes Halbleiterbauteil auf dsr 
Zwischenverbindungsfolie 14. Dazu weist die Zwischenverbin- 
dungefolie 14 Stapelkontaktf lachen 17 in einem Anordnungamus- 
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ter 16 auf, das dem AulienlcontaktmuSter des zu stapelnden - 
Halbleiterbauteils entspricht. 

Auf die Stapelkont.aktfia.chen 17 kann von der Oberseite 15 der 

kontaktf lachen 17 stehen aber Leiterbahnen 22 auf der Unter- 
seite 29 der Zwischenverbindungsf die 14 luit den Kontaktan- 
schlussf lachen 8 auf dam Verdraht lings subst rats 4 ' in den Rand- 
bereichen 6 und 7 elektrisch in Verbindung. Dazu ist die. Zwi- 
10 schenverdrahtungsfolie 14 in ihren Randbereichen 20 und 21 zu 
den Kontaktanschlussflachen 8 dee Verdrahtungssubstrata 4 ab- 
gebogen. Die Kontaktanschlussf ISchen 8 sind somit Knotenpunk-> 
te far Verbindungen zwischen den Stapelkontaktf lachen 17 und 
den Kont a ktf lachen des Halbleiterchips 3, sowie den AuSenkon- 
15 taktf lachen des Verdrahtungssubstafats 4. 

Die Stutzplatte 26 aus Metall Oder einer isolierenden Platte 
aus FR4'- Oder t^T-Material sorgt far eine Versteifung im Be- 
reich des Anordnungsmusters 16 ftar die Swischenverfoindungsf o- 

20 lie 14. Anstelle des Halbleiterchips 3 mit Flipchip-Kontakten 
k5nnen auch Halbleiterchips mit Bondkontaktf lachen eingesetzt 
werden. In dem Fall mlissen jedoch Bonddr^hte, die von den 
Kontaktf lichen des Halbleiterchips ausgehen^ vor dem Anbrin- 
. gen einer Zwischenverbindungsf olie 14 durch eine entsprechend 

25 dimensionierte Kunetstof f gehSusemasse auf deini Halbleiterchip 
3 geschtxtat werden. Ein derartiges Ausftihrungslpeispiel der 
Erfindung wird spSter in einem schematischen Querschnitt mit 
Figur 7 gezelgt, . ^ 

30 Die Figuren 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte durch 
Bauteilkomponenten iiti Verlauf der Herstellung eines Basis- 
halbleiterbauteils 1. Komponenten mit gleichen Funktionen^ 
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wie ixi Fignr 1, warden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht- extra erartert,, 

Figur 2 zelgt einen sctieitiatischen Querschnitt einer Ziwischen- 
5 verbindungsfolle 14 mit einer Stataplatte 26. Die Stiitzplatte 
26 versteift tjie flexible Zwischenverdrahtungsf olie 14 in ei-- 
nem Mittenbereich 30, der die Stapelkontaktf lichen 17 zuffi An- 
schluss von einem gestapelten Halbleitsrbauteil aufweist. 
wanrend durch die Sttltzplatte 2S der Mittenbereich 30 .flach 
•10 und eben gehalten wird, bleibt die Zwischenverbindungsfolie 
14 in ihren Randbereichen 20 und 21 ausreichend flexibel, um 
in den Randbereichen 20 und 21 abgebogen zu werden- In den 
Randbereichen 20 und 21 weist die Zwischenverbindungsf olie 14 
Leiterbahnen 22 auf , die mit den Stapelkontaktf lachen 17 e- 
15, lektrisch verbunden sind. Da die Leiterbahnen 22 auf der Un- 
terseite 29 der Zwischenverbindungsf olie 14 angeordnet sind, 
konnen sie elektrisch mit Kontaktanschlussf lachen auf einem 
Verdrahtungssubstrat durch Abbiegen ihrer Randbereiche 20 und 
21 Verbunden werden^ ohne dass sich der Mittenbereich 30, der 
20 von der Stutzplatte 26 versteift wird^ verwolbt oder ver- 
biegt- 

• Figur 3 seigt einen schematischen Querschnitt eines steifen 
Verdrahtungssubstrats 4 mit Halbleiterchip 3. Oer Halbleiter- 
25 chip 3 weist eine planard und ebene Rackseite 25 auf, und be- 
sitzt auf seiner aktiven Oberseite 11 Flipchip-Kontakte 23. 
Diese Flipchip-Kontakte 23 sind uber Verdrahtungsleitungen 12 
mit kontaktanschlussf lachen 8 verbunden, und stehen elekt- 
risch liber Durchkontakte 13 und Auiienkontaktf lachen 24 und 
30 Aufienkontakten 10 auf der Unterseite 9 des Verdrahtungssub- 
strats 4 in Verbindung. W^hrend der Halbleiterchip 3 im Mit- 
tenbereich 30* des Verdrahtungssubstrats 4 angeordnet ist, 
sind die Kontaktanschlussf lachen 8 auf der Oberseite 5 in den 
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Randbereichen 6 und 7 des Verdrahtungssubstrats 4 angeqrdnet. 
ZuiEi Zusainmenbau der in. Figur 2 gezeigten Zwischenverbindungs- 
folie 14 mit dem in Figur 3 gez^igte^n steifen Verdrahtungs- 
substrat 4 wird^ wie Figur 4 zeigt, die Zwischenvferbindungs- 
5 ' folie 14 mit ihrer Sttitzplatte 26 auf der Rtickseite 25, des 
Halbleiterchips 3 angeordh^t. • 

Vor dem Aufsetzen der Zwischenverbindungsf olie 14 wurd© der 
Zwischenraum, der durch .die Flipchip-Kontakte 23 zwischen dem 
10 Halbleitsrchip 3 -ar^d deiu Verdrahtungssubstrat 4 entsteht'^ mit 
einem Partikel geflillten Kunststoff ^ einem sggenannten "Un- 
derfill" 31 aufgefullt, urn thermische Belastungen zwischen 
dem. Halbleiterchip 3 und dem Verdrahtungssubstrat 4 aus- 
zugleichen* 

15 « ' • 

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ver- 
,drahtungssubstrat 4 mit Halbleiterchip 3 und aufgesetzter 
Zwischenv.erbiridungsfolie 14. In einem nachsten Schritt werden 
dann die Leiterbahnen 22 . der Zwischenverbindungsf olie 14 mit 
20 den Kontaktanschlussf lachen 8,de3 steifen Verdrahtungssub- 
strats 4 elektrisch und mechanisch mitelnander verbunden, 

i^igur 5 zeigt eineii schematischen Querschnitt durch .ein Ver- 
drahtungssubstrat 4 nach Abbiegen von Ranilbereiche 20 und 21 
25 der Zwischenverbindungsf olie 14 und elektrischem Verbinden 

der Kontaktanschlussfl^chen 8 des Verdrahtungs subs t rats 4 mit 
Leiterbahnen 22 der Zwischenverbindungsf olie 14. Dazu wird 
ein Lotwerkzeug 32, das in dieser Ausf lihrungsf orm zwei Lotbti- 
gel aufweist, auf die Randbereiche 20 und 21 der Zwischenver- 
bindungsf olis 14 geset!st, und in Pf eilrichtung A auf die Kon- 
taktanschlussflachen 8 gepresst, bei gleichzeitiger ErwSrmung 
der Randbereiche 6 und 7 der Verdrahtungsplatte 4. Dazu wei- 
sen die Kontaktanschlussf lachen 8 entsprechende Beschichtun- 




30 
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gen aus einem Lotmaterial auf , das mit dem Material der Lei- 
terbahnen 22 der Zwischenverbindungsfolie 14 eine eutektische 
Legierung bildet. Nebexi dem eutektischen Loten konnen jedoch 
auch Dlffusionslote eingesetzt werden, die hochschmelzende 
5 intennetallische Verbindungen beim LQtprozess bilden, oder ' 
einf ache und preiswerte Lotttiaterialien verwendet werden, wie 
Zinnlote. 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ©in Ba- 
10 sishalbleiterbauteil 1 mit einer aufgatarachten Kunststof f ab- 
deckung 28 der ' elektrischen Verbindungen. Dieee Kunststof fab- 
deckung 28 ist in dieser Aus fiihrungs form der Erfindung mit 
einem Dispensions-Verfahren aufgebracht, und kann jedoch auch 
durch ein Mold^Verfahren oder durch ein Tauchverfahren oder 
ein Jet-disp^ns-Veriahren sura Schutz des Knotenpunktes, der, 
durch die KQntaktanschlussfiachen 8 dargestellt wird, aufge- 
bracht werden. Das Abbiegen von Leiterbahnen 22 einer Zwi- 
schenverbindungsfolie 14 hat gegentlber. einem Bondverfahren 
den Vorteil, dass einerseits dichter nebeneinander angeordne- 
20 te Kontaktanschlussfiachen 8 vorgesehen werden konnen;./ da 

keine Rucksicht auf Bondwerkzeuge zu nehmen ist, und zum an- 
deren hat dieses Verfahren den Vorteil, dass sSmtliche Ver- 
bindungsstellen oder Knotenpunkte eines Randbereiches gleich- 
zeitig in einem Arbeit sgang hergestellt werden konnen. 

Fxgur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ba- 
slshalbleiterbauteil .100, einer zweitsn Ausf Uhrungsf arm der 
Erfindung. Der Unterschied zu der ersten Aus fflhrungs form der. 
Erfindung, der in .Pigur 1 und Figur 6 gezeigt wird, liegt 
darin, dass der Halbleiterchip 3 bei dieser Ausfiihrungsf onu 
der Erfindung in eine Kunststof fmasse 27 eingebettet wird, 
und diese Kunststof fmasse 27 welche die Zwischenverbindungs- 
folie 14 tragt und diese in ihrem Mittenbereich der art ver- 



30 
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steift, dass die Stapelkontaktf lachen 17 in einer Ebene lie- 
gen und beim Abbiegen der Randbereiche* 20 und 21 der Zwi- 
schenverbindungsfolie 14 nicht verformt werden. In die Kunst- 
stoffmasse 27 konnen auch Drahtbond-Verbindungen eingobsttet 
5 werden, wenn der Halbleiterchip 3 Kontaktansohlusaf lacheh ei- 
nes bondbarsn Halbleiterchip aufweist, und keine wie in Figur 
7 gezeigten Flipchip-Kontakte 23'besitzt, Durch die Kianst- 
stoffmasse 27 wird dann nicht allein sine Ebene ftir die Sta- 
pelkontaktf lachen gebildet, sondern es werden auch gleichzei- 
10 tig die dann vorhandenen Bondverbindungen mechanisch ge- 
schtitzt. 

•Figur 8 seigt einen schematischen Querschhitt durch ainen 
Halbleiterbauteilstapel 2 mit einem Basishalbleiterbauteil 1, 
15 der ersten Ausfiihrungsf orm der Erfindung. Komponenten mit 

gleiohen Funktionen, wie in Figur 1, werden mit gleichen Be- 
zugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erortert, 

. In diesem Halfolaiterbaut^ilstap©! 2 ist auf dem Basishalblei- 
. 20 terbauteil 1 ein weiteres Bauteil, z. b. ein DRAM 34 (dynamic 
random access memory) , oder andere Speicherkomponenten wie 
Flash, SRAM, Oder" Komponen ten mit gestapelten Chipkombinatio- 
nen aus E^lash, SRAM und/oder DRAM aufgebracht, wozu die Au- 
J^enkoritakte 18 des gestapelten Halbleiterbauteils 19 auf die 

•25 Stapelkontaktf lachen 17 aufgel5tet sind.. Die* Bauweise des 
hier beispielsweise gezeigten DRAM 34 unterscheidet sich von 
der Bauweise des Basishalbleiterbauteils 1 dadurch, dass kei- 
ne Flipchip-Kontakte fUr den Halbleiterchip 33 des gestapel- 
ten Halbleiterbauteils 19 vorhanden sind, sondern der Halb- 
30 leiterchip 33 Kontaktf IMchen 35 in einem Bondkanal 36 auf- - 

weist, die liber Bonddrahtverbindungen 37 mit einer Umverdrah- 
tungsschicht 38 eines Umverdrahtungs subs t rats 39 verbunden 
sind- Die Umverdrahtungs schicht 38 weist AuJienkontaktf iSchen 
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40 auf, deren Anordnungsmuster ' dem Anordhungsnvuster 16 der 
Stapelkontaktflachen 17 des Halbleitsrbasisbauteils 1 ©nt- 
spricht . 
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. Bezugszeichenliste 

1 Basishalbleiterbauteil 

2 Halbleiterfoauteii$tapel 
5 3 Halbleiterchip 

4 Verdrahtungssubstrat 

5 Oberseite 

B Randfaereich 

7 Randbereich 

10 \8 ■ Kontaktanschlussfiache • . , 

9 Unterseite 

10 AuBenkontakt 

11 aktive Oberseite des Halbleitercliips 

12 Verdrahtungsleitung 
15 13 Durchkontakt 

14 Zwischenverbindungsfolie 

15 Oberseite 

16 Anordnungsmuster 

17 Stapelkontaktflache 
20 18 AuJ^enkontakte 

1,9 Halbleiterbauteil 

20 Randb&reich . . ' . 

21 Randbereich 
22' Leiterbahnen 

25 23 Flipchip-Kontakt 

24 Aufienkontaktf lache 

25 Rtickseite des Basishalbleiterchips 

26 Sttitzplatte 

27 Kunststoffmasse 

30 28 Knnststof f abdeckung 

29 Unterseite 

30 Mittenbereich dear Zwischenverbindungsfolie 

31 "Underfill" 
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32 Lotwerkzeug 

33 ' Halfaleiterchip des gestapelten Halbleiterbauteils 
_ 34 . DRJvM 

35 • Kontaktfiachen des Halbleiterchip ^3'3 

5 36 Bondkanal 

37 Bonddrahtverbindung 

38 Umverdrahtungsschicht 
39- Umverdrahtungssubstrat 
40 AnJ^eiTi'kiontaktflMchen 

10 100 Basishalbleiterbauteil 

A Pfeilrichtung . - 
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Patentanspruche 



1. Basishalbleiterbauteil fiir einen Halbleiterbauteils-tapel 
5 (2) iftit einem Halbleiterchip (3), der auf eineiri steifen 

Verdrahtungssubstrat (4) angeordnet ist;- wobei 

das verdrahtungssubstrat (4) auf seiner Oberseite 
(5) in Randbereichen (6, 1) Kontaktanschlussf lichen 
(8) und gegenUberliegend zum Halbleiterchip (3) auf 
10 seiner Unterseite (9) Aufienkontakte (10) des Basis- 

halbleiterbauteil's (1) aufweist; 

Kontaktfiachen einer integrierten Schaltung der ak- 
tiven Oberseite (11) des Halbleiterchips (3) 
und/oder die AuJS^enkontakte (10) mit.den Kontaktan- 
15 schlussf lachen (S) liber Verdrahtungsleitungen (12) 

uxid/oder Durchkpntakte (13) des Verdrahtungssub- 
strats (4) Kiiteinander elektrisch in Verbindung 
stehen; 

eine verforxnbare 2wischenverbindungsf olie (14) die 
20 Oberseite (15) de$ Basisbauteils definiert und ein 

frei zugangliches Anordnungsmuster (16) von Stapel- 
kontaktflachen (17) aufweist, die kongraient zu Au- 
fienkontakten (18) eines zu stapelnden Halbleiter- 
. bauteiljS (19) angeordnet sind; 
25 - die Zwischenverbindung^f olie (14;) in ihren Randbe- 

reichen (20, 21) zu den Kontaktanschlus^f lachen (8) 
des Verdrahtungssubstrats (4) hin verformt ist; und 
wotaei 

die Stapelkontaktflachen (17) uber Leiterbahnen 
3 0 (22) der Zwischenverbindungsf olie (14) mit den Kon- 

taktanschlussf lichen (S) des Verdrahtungssubstrats 
(4) elektrisch in Verbindung stehen. 
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2. Basish^lbleiterbauteil nach Anspruch 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
der Halbleiterchip (3) Plipchip-Kontakte (23) aufweiet, 
die iiber Verdrahtungsleitungen (12) lait. den Kontalctan- 
sclilussfiachen (8) verbunden sind, und ilber Verdrah- ^ 
tungsleitungen (12) auf der Oberseite (5) und Durchkon- 
takte (13) zur Onterseite (9) des Verdrahtungssubstrats 
(4), sowie aber Verdrahtungsleitungen (12) auf der Un- 
terseite (9) des Verdrahtungssubstrats (4) m±t Aufienkon- 
taktfiachen (24) verbunden sind, wobei die Aulienkontakt- 
S fiachen (24) die Aiifienkontakte (10) aufweisen. 




3 . Basishalbleiterbauteil nach Anspruch 2 , 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

15 die Aufienkontakte (10), Lotballe aufweisen und auf der 

' unterseite (9) des Verdrahtungssubstrats (4) ineiner 
Matrix angeordnet sind. 

4. Basishalbleiterbauteil nach' einero der vorhergehenden 

20 Ansprtiche, 

dadurch g e k e n n j: e i c h n e t , dass 
die Zwischenverbindungsfolie (14) . auf der Rtickselte (2,5 
eines Basishalbleiterohips (3) lait angeordnet ist. 




30 



) 



25 5. Basishalbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, 

dadurch g e k e nn z e i c hn e t , dass 
. . eine Statzplatte (26) zwischen der Zwis.chenv'erbindungs- 
folie (14) und dem Halbleiterchip (3) angeordnet ist. 



Basishalbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche , 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
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das Basishalbleiterbauteil (1) und das gestapelte Halb- 
leiterbauteil (19) iiber die Stapelkontaktf lichen (17) 
d^r zwischenverbindu^igsfolie (14) elektrisch in Verbin- 
.dung stehsn. 

Basishalbleiterbanteil nach einem der vorhergehenden An- 

sprtiche^ - 

dadu'r.ch gekennz^ichnet^ dass 

die ZWiscbenverbindnngsfolia (14) mehrere voneinander 

isolierte Lagerx mit Leiterbahnen (22) aufweist. 



8. Basishalbleiterbauteil nach eineifi der vorhergehenderi An- 

sprtLche, ' ' 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t / dass 
15 der Halbleiterchip (3) dss Basishalbleiterbauteils (1) 

. in eine kunststof fiuasse -(27) eingebe'ttet iat. 

9. Basishalbleiterbauteil xiach einem der vorhergebenden An- 
spruch©^ 

20 dadurch g e k e nn z e i c hn e t , dass 

der Halbleiterchip (3) dea B'asishalbleiterbauteils (1) 
' Ober Bonddrahtverbindungen mit den Kontaktanschlussf li- 
chen (8) elektrisch in Verbindung steht. 

'25 10. Basishalbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Verbindungsstellen zwischen Kontaktanschlussf lichen . 
(8) and Leiterbahnen der Zwischenverbindungsf olie (14) 
30 in den Randbereichen (6, 7) des Verdrahtungssubstrats • 

(4) in eine Kunststof f abdeckung (28) eingebettet sind. 



Datum 02.03.04 16:39 FAXG3 Nr: 757412 von NVS:FAXG3.l0.0102/0 (Seite 26 von 37) 



02-MSR-2004 162 46 SCHWEIGBR- & PftRTNER . '+49 89 32199366 

FIN -592 P/200450165 . . ' 

24 





11. Ein Verfahren zur Herstellung eines Basishalbleiterbau- 
teils (1) weist nachfolgende Verf ahrensschritte auf : 

Herstellen eines steifen VerdrahtungstrSgers (4) • 
mit einem zentralen Halbleiterchip (3) auf seiner 
5 Oberseite (5) und KorLtaktanschlussflachen (8) in 

Randbereichen (6, 7) der Oberseite (5), sowie Au- 
fienkontaktflachen (24) auf seiner Unterseite (9), 
wobei die Auftenkontaktf lachen (24) und die Kontakt- 
ahschlussflSchen (8) sowie Kontaktf lachen einer in- 
10 tegrierten Schaltung d^3 Halbleiterchips (3) mit- 

einander elektrisch verbunden werden; 
Herstellen einer verformbaren Swischenverbindungs- 
folie (14) mit Stapelkontaktf ls.chen (17)- auf ihrer 
Oberseite (15), die ein Anoi^dnungsmuster (16) auf- 
weisen^ das kongruent zu einem Anordnungsmuster von 
Auiienkontakten (18) eines zu stapelnden Halbl^iter-. 
bauteils (19) ist, und mit Leiterbahnen (22) " auf . 
ihrer Unterseite (9), die mit den Stapelkontaktf la- 
chen (17) verbunden' sind^ und sich bis in den Rand- 
bereichen (20^ 21) der ZwischentrSgerf olie (14). 
erstrecken, wobei die Leiterbahnen (22) ein Anord- 
nungsmuster aufweisen^ das kongruent zu dem Anord- 
nungsmuster der Kontaktanschlussflachen (8) ist; 
Aufbyingen der Zwischenverbindungs folie (14) mit 
ihrer Unterseite (9) auf den VerdrahtungstrSger (4) 
mit Halbleiterchip (3); 

verformen der Randseiten (20, 21) der Zwischenver- 
bindungsfolie (14) unter Verbinden der Leiterbahnen 
(22) mit den KontaJctanschlussflSchen (8). 



20 



25 



30 



12. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

vor dem Aufbringen der Zwischenverbindungsf olie (14) auf 
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das Verdrahtungssubstrat (4) eine Sttitzplatte (26) auf 
die Unterseite (9) Zwischenverbindungsf olie (14) aufge- 
bracht wird, 

Verfahren nach Anspr-uch 11 Oder Anspruch 12, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t dass 

vor dein Aufbringen der' ZwischenverbindurLgsfolie (14) der 
Halbleiterchip (3) in eins Kunststof fma^se (27) einge- 
bettet wiird, 

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, d^ss 
nach dem Verbinden der Leiterbahn^n (22) mit den Kon- 
taktanschlussflachen (8) die Verbindungsstellen in eine ' 
Kunststoffabdeckung (8) eingebettet warden- ' 




5 13. 



10 

14: 




15 
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Z u s aitimenf a. s s ung 

Basishalbleiterbauteil fUr einen Halbleiterbauteilstapel und 
Verfahren ziar Herstellung desselben 

5 

Die Erfindung b^trifft ein Basishalbleiterbauteil (1) fiir ^i- 
nen Halbleiterbauteilstapel (2) wobei das Basishalbleiter- 
bauteil (1) einen Halbieiterchip (3) aufweist,. der auf ei'nem 
steifen Verdrahtungssubstrat (4) zentral angeordnet ist. Das 
10 Verdrahtungssubstrat ' (4) weist in seinen Randbereichen (6^ 7) 
Kontaktanschlussflachen (8) auf, die mit AuJienkontakten und 
gleichzeitig mit Kontaktf lichen des Halbleiterchips (3), so- 
^ wie mit Stapelkontaktflachen (17) el^ktrisch in Verbindung 
f stehen. Die Stapelkontaktflachen (17) bilden gleichzeitig die 
15 Oberseite des Basishalbleiterbauteils (1) und weisen' ein An- 
prdnungsmuster (16) auf, das einem Anordnungsmuster von Au- 
Benkontakten (IS) eines su stapelnden Halbleiterbauteils (19) 
entspricht. 

20 [ Figur 1] " 
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